3D печать алмазных изделий методом химического осаждения из газовой фазы
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На сегодняшний день одним из бурно развивающихся направлений в материаловедении являются аддитивные технологии [1]. 3D печать изделий осуществляется с использованием различных материалов: пластик, резина, керамика, металлы, сплавы, однако, на сегодняшний день отсутствует технология, которая позволила бы печатать алмазные изделия, но попытки создания такой технологии предпринимаются, так например, в патенте [2], отображены основные идеи такой технологии. Идея заключается в использовании порошка поли(гидрокарбина), который при нагреве лазером переходит в алмаз и алмазоподобное состояние. Однако данный подход не позволит получать прочные алмазные изделия, так как при таком подходе будет отсутствовать когезионная прочность, так же вопрос чистоты готовой продукции остаётся открытым. 
Сегодня существуют различные методы получения алмаза и изделий из него. Методом, позволяющим получать наиболее чистый алмазный продукт, является химическое осаждения из газовой фазы с использование СВЧ энергии для генерации плазменного разряда. 
Идея аддитивного формирования с использованием метода химического осаждения из газовой фазы заключается в совмещении процесса нанесения алмазного порошка заданной толщины, по контуру будущего изделия и последующим процессом химического осаждения алмаза из газовой фазы. Чередование процесса нанесения алмазного порошка и процесса химического осаждения алмаза из газовой фазы, проводят до момента получения готового изделия. 

Предложенный способ аддитивного формирования алмазных изделий, может быть использован для производства пассивных электронных компонентов, в горнорудной промышленности, в атомной промышленности и др..
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